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ABSTRACT 
 

M.Sc. Thesis 
 

INVESTIGATION OF CHANGES IN CURRENT-VOLTAGE AND 
CAPACITANCE-VOLTAGE CHARACTERISTICS OF Au/n-Si SCHOTTKY 

DIODES IRRADIATED WITH THERMAL NEUTRONS 
 

 
 

 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Physics 
 

Supervisor: Prof. Dr.  
 
 

Au/n-Si/Ag Schottky diodes were subjected to thermal neutron irradiation to 
investigate the effects of thermal neutron transmutation and displacement damage. 
Schottky diodes were fabricated by thermally evaporating gold (Au) onto n-type Si 
wafers that had undergone a wet chemical cleaning process. The effects of irradiation 
on the Schottky barrier height ( b), ideality factor (n), leakage current (I ), series 
resistance (Rs), donor concentration (Nd), and diffusion potential (Vd) were 
determined using the current-voltage (I-V), capacitance-voltage (C-V) characteristics 
and method. From the I-V measurements taken at room temperature before 
irradiation, the best ideality factor was found to be 1.24, and the zero-bias barrier 
height was determined to be 0.82 eV. 
 
The Schottky diodes were irradiated with thermal neutrons at two different doses: 10 
seconds and 30 seconds. The initial 10-second irradiation caused minor changes in 
the diode parameters. After the second 30-second irradiation, significant changes in 
the diode parameters were observed. After the total dose, an increase in the saturation 
current and barrier height inhomogeneity, as well as a decrease in carrier 
concentration, were observed. These changes were attributed to the carrier removal 
effect caused by thermal neutrons. An increase in the ideality factor was observed 
after irradiation, while very little change was recorded in the zero-bias Schottky 
barrier height values. For all diodes, the zero-bias barrier height was also calculated 
from the reverse bias current characteristics. After the second dose, these values were 
found to have decreased in all diodes. Similarly, leakage current was also calculated 
from reverse bias current characteristics. A slight increase in leakage current was 
noted after the first dose, and a significant increase was observed after the second 
dose. The series resistance values were calculated before and after irradiation using 

 
 
Additionally, the transmutation of elements in the devices due to thermal neutrons 
was confirmed using energy-dispersive spectroscopy (EDS) mapping. When the C-V 
characteristics were examined, the capacitance values in both the forward and 



v 
 

reverse bias regions clearly decreased after irradiation. This situation was attributed 
to the reduction in carrier concentration caused by the irradiation. 
 
Keywords: Schottky diode, metal-semiconductor contacts, thermal neutron, 
radiation effect, electrical characterization.  
 
2025, 61 pages 
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r, 

olarak  radyasyonun 

 

 Bu ortamlarda, cihazlar hem 

elektromanyetik  

 (Newman, 1982; Dharmarasu vd., 1998; 

Duzellier, 2005). 

ve   

 (Sumathi vd., 2001; Kaschieva vd., 2003; Sciortino vd., 2005; 

Kumar vd., 2007). 

 

 

maruz kalan 

 

   

kameralar (Charge Coupled Device)

sebep . 

. 

 

 rla  

 ve 

, 

-15 

MeV), epitermal (0.5 eV-10 keV) ve termal ( 0.  (Dennis, 

1966)

 

(Hoffman, 1981; Abdul ve Chik, 2009). 
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, 

 

malzemeleri    

 (Haller, 1995; Morvic vd., 2002). 

 silikondaki 

 

(Sze ve Kwok, 2007). 

 
-

(Lapa vd., 2020). 

Schottky diyotlar , 

(Sharma, 1984). ,  

 

 ve  (Anderson 

vd., 1977; Dharmarasu vd., 1998; Giudice vd., 2007; Ejderha vd., 2017). Bu kadar 

 

(Aldemir vd., 2019). 

 

 (Yu ve Snow, 

1969). 

 

s -GaAs Schottky diyot 

lar -gerilim (I-V) ve kapasite-

gerilim (C-V

ler. Bu durumu tuzaklardan kaynaklanan alan emisyonuna 

lar. -

ise (

incelendi uk (Hazdra vd., 2014) 

 W/n-4H- lar
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(Yu ve Snow, 1969; Cindro vd., 2002; Frontasyeva ve 

Steinnes, 2004; Omar vd., 2012; Huseynov ve Garibli, 2016). Ancak 

 

 . 

  

 

da, Au/n-Si/Ag 

transmutasyonu 

 

edilen Au/n-Si/Ag Schottky diyotlar  radyasyonunun etkileri 

bu tezde . Au/n-Si/Ag Schottky kontak diyot I-V ve C-V 

Termal 

n

potansiyeli (Vd), b), seri direnci (Rs) ve  konsantrasyonu 

(Nd  kontak parametreleri; geleneksel I-V metodu, Cheung ve Schottky-

Mott metot . r 

. Au/n-Si/Ag 

. Au/n-Si/Ag 

Schottky diyotlar da, a s

. 
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2.  

 

Metal-

. 

 (Rhoderick ve Williams, 1988). 

 

Coltman vd. (1967), Ag, Au, Cd, Co, Cu, In, Mo, Ni, Pd, Pt, Re, 

Rh, W ve Zn i 

 

 lerdir. Au elementi 3.6 K  

10. 198

 

 

Yu ve Snow (1969), Silisyum Schottky diyotta radyasyonun etkilerini 

Sc

 

te 

-

ler, r

negatife 

na 

u 

lerdir. 

 

Borrego ve Gutmann (1976), 

 Au/n-
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.2 1016 ve 7.8 1016 cm-3 

malzemeden imal e .6 1014 2 ve 2.2 1015 2 

 -gerilim ve kapasite-

alan . 

 
15 cm-3 16 cm-3

Au/n-GaAs ve Al/n-GaAs 

a 

-gerilim (C-V I-V) 

 

 

-

-

- - 13 n/cm2 14 

n/cm2

kompanzasyonunun I-V 

 ise 

 

 

Lischka vd. (1993), ticari 
60

13 

n/cm2  
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da  

 

 1013 n/cm2 ile 4 1015 

n/cm2 larda 

.5 0.5 cm2 

, 

 C-V, I-V

 ve 

Spektroskopisi(I-

.9 k

 1 
13 n/cm2 cinsinden): 1.7, 3.6, 21, 37.

14 n/cm2

I-V  

 

Singh vd. (2001), 100 MeV 16O7+ -Si Schottky 

 1 1012 ile 1 1013 

iyon/cm2 an diyotun in situ (hemen yerinde, 

 kapasite-gerilim (C-2-V) ve I-V  C-V

, 

. I-V

1012 iyon/cm2 

 

 

Kumar vd. (2007), Au/n-Si Schottky diyotunu 180 MeV 107Ag14+ 

-

I-V 
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 ni 

0.74 0.01 eV 11 12 

engel  

 

Au/n-Si/Al Schottky diyotu 6 MeV elektron ve 3 1012 e-/cm2 

ile 

-10 -tipi Si dilimi 

 Si dilimini  ile omik kontak,  ile Schottky kontak 

 I-V, C-V ve kapasite-frekans (C-f) 

 

I-V n , 0.73 

eV ve 0.80 eV 

 

 

-

 30 

Czoc  Diyotlar 0.7 

 

 kadm
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-5 1017 cm-3 

Au/n-GaAs Schottky diyotu ortalama 2. 252Cf 

 I-V 

karakteristiklerinden engel b0 Rs  (n) 

I-V 

.72 kGy, 1.44 kGy ve 2.

I-V  tekrar 

un 

ideallikten sap engel 

 engel 

 

 

Omar vd. (2012),  Si (1N4148) ve 

n 

kaynaklanan jenerasyon-rekombinasyon 

 

 

Verma vd. (2014), Au/n- 60Co gama radyasyonu 

 

-Si Schottky diyotun I-V ve C-V karakteristiklerinden 

 seri direnci ve  

konsantrasyonu parametrelerinin, 

 

   

 

-4H-

Al/n-4H-



9 
 

lerdir -tipi 4H-SiC (0001) dilimleri 

.012-0.03 

.21 g cm-3 ve 330  25 m dir. N-4H-SiC ve Al/n-4H-SiC numuneleri 

lard

lard

-

etkilen

d

 

 

 10 kGy dozunda 60Co -

sonra Au/SnO2/n-Si Schottky diyotunun I-V  

, 

(100) - . I-V

2  . 

, 60Co -

kusurlardan  

b ve Rs n ve I0 

Nss 

. 

 

Bernat -SiC Schottky 

-

 I-V ve C-V 

10B4C ve 6 10B4C ve 6

%2.24 ve %4.
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-

verime  olarak %5) . 

 

Bodunrin ve Moloi (2025), Au/n-Si/Al Schottky diyotunu 15 ve 1016 

n/cm2   

a -gerilim (I-V) karakteri   

3.89 olarak hesapla . Diyotun 

 

0.71, 0.73 ve 0.60 eV olarak elde e  D  

10-8, 1.76 10-8 ve 

2.31 10-6 A olarak hesapla . 

  a 
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3. METAL-  

 

Metal- i 

Fermi seviyesinin  

devam eder (Ziel, 1968). 

 ve  

o

daha rahat 

hareket eder. Omik kontakta 

 (Rhoderick ve Williams, 1998). Omik kontakta 

i , d ta -

ldir ( ekil 3.1). 

 

 

.1.  -gerilim 
 

 

 veya 

p-

 

( m s) kontak omiktir, 

 ( s m)  
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n-

( m s) 

( s m)  

 

3.1. Metal n-tipi Y Kontaklar 

 

Metal- a 

n-   

(Deshpande, 2007). 

 

 

2 Metal ve n-  

 

 ( m), metalin Fermi seviyesinden (Efm) 

( s) Fermi seviyesinden (Efs) 

dir. 

s) denir. 

 

Metal ve n- Fermi 
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3.1.1. Metal n-tipi y d kontak 

 

Metal ve n-

 potansiyel engelden   hareketi zordur. 

 

 

  

 

Fermi 

Fermi seviyesi m- s kadar . Metale 

erek potansiyel engel  

 

 

eVd0= m- s (3.1) 

 

olur. Burada, Vd0 e  

 

 
(a)                                                                           (b) 

3.3. ( m s  metal ve n-
, b) kontaktan 

sonraki enerji band  
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Vd0  

W 

 Engel 

Vd0 

deplasyon ( D

3.3.b). 

 

in kontak durumunda, 

  

enerjiye sahiptirler. Denge durumunda 

0 s  

 

 

 

V 
durum ( ) 
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( V) 

nde 

eV kadar 

eV 

eV exp(eV/kT) 

 

 

 (3.2) 

 

olur k Boltzmann sabiti, e T 

eder. 

 

V kT/e da 

V kT/e 0 dir. K

 

 

3.1.2. Metal n-tipi y omik kontak 

 

- m s 

ekil 3.5 

Fermi seviyesi, metalin Fermi seviyesinin s m kadar . 

 

s m kadar 

3.5.b). 
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(a)                                                     (b) 
-

b) Kontaktan sonra 
 

+V 

eV 6.a).  

 

 
 

(a)                                                                      (b) 
 

6. Metal-   a) (+V) 
uygulan  durum, b V uygulan durum 

 

K V 

seviyesinden eV 6.b). Kontakta her iki tarafa da elektron 
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3.1.3. Metal/n-tipi y kontaklarda Schottky kapasitesi 

 

Metal n- Poisson 

 verilir: 

 

 (3.3) 

 

Bu denklemde s potansiyeli, 0=8.85 10-12 F/m 

dielektrik sabiti, s= r 0  r 

sabiti,   

s=0 ise, W x=W s=Vd0-V olur. 

 

n-  ND  n 

  

 

 (3.4) 

 

ile ifade edilir. Bir metal n-  (x) 

s(x) 7 de 

 

 

 
 

7
  (Ziel, 1968) 
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7.  

verir. l 7.b e 

verilmektedir. Elektronlar  e(Vdo-V)  

  7 

D n ol ndan 

 

 

(x)=eND (3.5) 

 

 Denklem 

 

 

 (3.6) 

 

ifadesi elde edilir. s(x)

 

 

x=0             (3.7.a) 

 

 (3.7.b) 

 

 (3.7.c) 

 

 elde edilir.  integrali 

al , 

 

 (3.8) 

 

ilir. x=0  s(x)=0 

uygula , 

 

 (3.9) 
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denklemi bulunur. x=W s=Vd0-V nda potansiyel engelin W 

ilir: 

 

 (3.10) 

 

,  

 

 (3.11) 

 

 ; 

 

Q=eNDW=  (3.12) 

 

ile ifade edilir. Toplam kapasite 

  

 

 (3.13) 

 

Vd0-V

D ; 

 

 (3.14) 

 

elde edilir. A W olan, s dielektrik 

 ve 

Williams, 1988). 
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3.1.4. Schottky diyotlarda termoiyonik emisyon teorisi 

 

termoiyonik emisyon teorisi . Metal-

emisyon ile 

ir , metal/n-

metal/p-

 

 

V 

potansiyel engel e(Vd0-V)  exp(-e(Vd0-V)/kT) bir elektronun bu engeli 

V=0 

I0 V I0exp(eV/kT)  

 

Konta negatif V gerilim eV/kT 1 ise = 0  Buna 

 zordur. Gerilim (V

eV/kT 1  

 0

yollar izlenir ve x 

x 

ile ( x+d x)  

 

 (3.15) 

 

ile ifade edilir. Bu denklemde me  elektronun ND 

Bunlar, x-

engelinden 

I0   
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(3.16)

 

Burada x dn d x  

 verir. A  Denklem (3.15), Denklem 

yaz , 

 

 (3.17) 

 

elde edilir. Denklemde me
*

x
2  

 

 (3.18) 

 

yaz  

 

 (3.19) 

 

bulunur. Denklem (3.19), exp(eVn/kT)   

 

 (3.20) 

 

ifadesi . eVn  seviyesinin 

 nun (NC) 

Vn ile verilir (Kasap, 2002): 

 

ND=NC exp      ,    NC=2  (3.21) 

 

yararlanarak; 

 

eVd0+eVn=e( m- s) (3.22) 
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 Denklemler (3.21) ve (3.22), D  

 

 (3.23) 

 

s b0= m- s A*=4 eme
*k2/h3 etkin 

 (  112 A/cm2K2 )  (Sharma, 

1984), 

 

 (3.24) 

 

ifadesi elde edilir. Bu ifade Denklem  

ilir. 

 

 (3.25) 

 

gerekmektedir. Ancak 

engel 

 Bu durumda ters beslem  (Ir) gerilime 

 (Rakhshani vd., 1998): 

 

 (3.26) 

 

Burada, s  

 

3.1.5. Engel y zerine etkiler 

 

3.1.5.1. kuvveti a -Schottky etkisi 

 

, metalin in n 

oynar. Schottky diyotta bir elektron, 
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. x kadar ise, 

 

 (3.27) 

 

kaynaklanan potansiyel enerjiyi verir. 

 

 (3.28) 

 

 

 

8. Metal-
(Rhoderick ve Williams, 1988) 

 

imaj 

kuvveti potansiyel enerjisine, Schottky engelinden kaynaklanan potansiyel enerji 

dahil edilmelidir. Buradan, 

 

 (3.29) 
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ol . Denklemde Emax 

 dEp/dx=0  

 

 (3.30) 

 

ifadesi elde edilir. 

 

 (3.31) 

 

ile ifade edilir.  

 

 

 (3.32) 

 

elde edilir (Rhoderick ve Williams, 1988). bi

 Emax D

yaz  

 

 (3.33) 

 

 

 

3.1.5.2. Seri d  

 

Metal-

gerilim 

 ve Rs .  

 

 (3.34) 
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olarak verilir. Burada V-IRs  Seri direncin 

I  Rs 

 

 

3.2.  

 

3.2.1. Radyoaktivitenin k  

 

gelebilmek 

arak fazla enerjisini verip   haline 

gelmesi olarak ifade edilir. 

 

Radyoaktivite ilk kez    

Wilhelm  X-  ile 

 ve fos

. 

  

u . 

Marie Curie ve Pierre Curie t  

Ernest Rutherford Uranyum 

m

m  

 

  ames Chadwick 

 Chadwick, berilyum (Be) 

 

elektrik alandan etkilenmezler ve derinlerine 

re 

sahiptirler. 
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3.2.2. Radyasyon t

radyasyon 

,

enerji

n ndir.

9

9

, X- ve

Radyasyon

Mikrodalgalar

Alfa

Beta
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-3 -3-0.4 eV), epitermal (0.4-100 

eV)), orta dereceli (100 eV- -  10 MeV) 

 

 

3.2.3. Termal n diyotlar zerindeki etkileri 

 

  

 

Bu etki 

 

(Coltman vd., 1967; Aldemir, vd., 2019).  sonucu diyotta 
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4. MATERYAL-  

 

4.1. Materyal 

 

-Si/Ag Schottky diyot  

 -10 silisyum (Si) dilimi 

 

s . -

 

 

fiziksel  (Neamen, 2003) 

 

  

 Si 

Elektron Dizilimi 1s22s22p63s23p2 

Grubu 4A 

 14 

 4.2 

 1.12 

Elektron mobilitesi (cm2V-1s-1) 1350 

2V-1s-1) 480 

 , (cm-3) 2.8 1019 

-3) 1.04 1019 

 

-Si dilimi Radio 

 silisyum dilimi aseton ve metanol ile ultrasonik olarak 

10 dakika temizlenmi . 18 M  dirence sahip de-iyonize 

su ile ultrasonik olarak durulan . azot (N2) 

. 
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, 5:1:1 H2O:H2O2:NH4 an 

10 dakika boyunca m . Daha sonra 

10:1 H2  30 . Bu 

den sonra de-iyonize su ile ultrasonik olarak durulan  

sonra a . 

 

 ise 6:1:1 

H2O:H2O2:HCl o . 

10:1 H2

-iyonize su ile 

ultrasonik olarak durulanm  a kurutul . 

 

Islak kimyasal t  s g

 ve a

. e 

a . 

.7 10-4 Pa 

. Organik kirliliklerden 

. Au/n-Si/Ag Schottky diyotun 

 verilmektedir. Buradaki her  

 

 

 

-Si/Ag Schottky diyot  y  
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Au/n-

-

 

(250 .8 1012 

n cm-2 s-1 ve 8.1 1012 n cm-2 s-1  .1 1011 n cm-

2 s-1 

aniye ve 30 saniye 

I-V 

ve C-V 

SourceM

FEG 250 SEM ve Bruker EDAX EDS sistemi 

 

 

4.2.  

 

4.2.1. Schottky diyot parametrelerinin geleneksel I-  

 

Schottky kontak diyotlarda I-V  ve 

 Diyotun I-V i  termoiyonik 

emisyon teorisinden yararlanarak Denklem (3.34) ifadesinde seri direncin etkin 

, 

 

 (4.2) 

 

ifadesi elde edilir (Sharma, 1984). Denklem (4.2 n  

, 

 

 (4.3) 
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I V

 

 (4.4) 

 

V - I0 . I0

 

 

4.2.2. Schottky diyot parametrelerinin C-  

 

Schottky diyotun metal-

esi 

Kapasite-

Denklem (3.13)

edilir: 

 

 (4.5) 

 

Bu ifadeden  C 2 V  C 2=0 

V nokta Vd0-kT/e

edilir. Burada kT/e 

deplasyon (Sze ve 

Kwok 2007).  

 

b=Vd0+Vn (4.6) 

 

ile bulunur. C 2-V ND 

edilir: 

 

 (4.7) 

 

 



32 
 

4.2.3. Schottky diyot karakteristiklerinin Cheung f belirlenmesi 

 

8

biridir. lnI-V 

I0 ifadesinin yerine Denklem 

(3.24) yaz  

 

 (4.7) 

 

 

 

 (4.8) 

 

 yeniden a, 

 

 (4.9) 

 

i I   

 

 (4.10) 

 

denklemi . dV/d(lnI I

inden Rs elde edilir. V/d(lnI) 

 Denklem (4.9 n b0+IRs 

 

 

 (4.11) 
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H(I) nirse, 

 

 (4.12) 

 

 (4.13) 

 

  elde edilir (Cheung ve Cheung, 1986). 

 H(I)-I su I

H(I) n b0 . 
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5   

 

 

 

Au/n-

 termal 

. 

 a  (Au), silisyum (Si) ve oksijen (O)  

civa 

 (Ouellet ve Singh, 2013; Tilley vd., 1995; Huang 

ve Kang, 2016): 

 

 (5.1) 

 

 (5.2) 

 

 (5.3) 

 

Bu denklemlerde *, , e  ve  

elektron ( _

teki . .36 dakika ve 

26.88 saniyedir. 

 

P 

P silisyumun 

 (Aldemir vd., 2019). 
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5.2. da Elde Edilen Kontak Parametreleri 

 

-

 

elde edilirken, 

Au/n-

imal edilirken metal-

oksitlenme

ur.  imaj 

kuvvetinin etkisi, ve deplasyon 

r  sebep olan 

etkenlerdendir (Sharma, 1984). 

 

Au/n-Si I-V  hesaplanan idealite 
  

 

  -    
-     

 
- -

 
   

 
-     

 
-     

 
-     

 
-      

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

-      
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I-V 

sunul .  300  Au/n-Si/Ag Schottky 

10-7 

ey 2  

 

Aydemir vd., (2013), Au/n-Si ve Au/PVA:Zn/n- -zone 

-10   

-Si diyotun I-V karakteristiklerinin oda 

un 

 d  2.89 103 ( 2V), seri direnci 164.15 

 ve  -Si 

 

 de me, seri 

 

 

 -

 Numunelerden 

   

Au/n-

 

105( 0.8), 1.04, 232  -

 i   

104( 0.8), 1.15, 247  

   

, bu durumun diyotta 
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5.3 -Gerilim  

 

- lar

 beslem -logaritmik -gerilim (I-V) 

karakteristikleri ilmektedir.  

emisyon . Grafiklerin lineerlikten 

 

 (Norde, 1979; Cheung ve Cheung, 1986). 

 

ye eyin derin  

eyin

 

- eyinde 

 

(Borrego vd., 1976; Arulkumaran vd., 1996). 
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-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0
Gerilim (V)

(a)

1E-009

1E-008

1E-007

1E-006

1E-005

1E-004

1E-003

30 saniye
10 saniye
Rad. önce

#D1

 

 

(a)-(d) Au/n-
ters ve  -gerilim (I-V) karakteristikleri 

 

-d grafiklerinden elde edilen 2 n, 

I0 ve b0 n 

, 

Au/n-Si/Ag ey  

metal- - ey 

  

2006; Schmitsdorf vd., . 

I-V karakteristikleri, 
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ey halleri 

-

ey halleri 

n ey hallerinin 

 

 

2 I-V 
kontak parametreleri 

 

 

 . 

 

5.4 -Gerilim Karakteristiklerinden Elde Edilen 

 

 

D 3 teki s, I0 ve b0 

  a- Ir ve 

V0.5 mektedir.  

 

Diyot  
No. 

n Io (nA) bo(I-V) (eV) 

Rad. 
 

10 s 30 s 
Rad. 

 
10 s 30 s 

Rad. 
 

10 s 30 s 

D1 1.29 1.34 1.77 3.31 3.01 17.60 0.80 0.80 0.75 

D2 1.24 1.44 1.44 2.58 3.67 5.95 0.80 0.79 0.78 

D3 1.39 1.30 1.37 2.58 1.64 2.21 0.80 0.81 0.81 

D4 1.25 1.41 1.40 1.38 2.52 3.06 0.82 0.80 0.80 
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1.0E-09

1.0E-08

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

0 0.5 1 1.5

V0.5 (V0.5)
(b)

#D2
10 saniye
30 saniye

-(d) Au/n-Si/Ag
Ir~V0.5

3 ters beslem I-V
kontak parametreleri

3 te I0 ve b0

I0

1.0E-09

1.0E-08

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

0 0.5 1 1.5
V0.5 (V0.5)

(a)

#D1
10 saniye
30 saniye

1.0E-09

1.0E-08

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

0 0.5 1 1.5

V0.5 (V0.5)
(c)

#D3
10 saniye
30 saniye

1.0E-09

1.0E-08

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

0 0.5 1 1.5

V0.5 (V0.5)
(d)

#D4
 10 saniye
30 saniye

Diyot 
No.

s Io (nA) bo(I-V) (eV)

Rad.
10 s 30 s

Rad.
10 s 30 s

Rad.
10 s 30 s

D1 0.043 0.046 0.063 4.76 4.12 58.3 0.79 0.79 0.72

D2 0.045 0.053 0.053 3.31 8.23 11.7 0.80 0.77 0.76

D3 0.043 0.048 0.049 3.97 3.17 4.77 0.79 0.80 0.79

D4 0.038 0.049 0.050 2.03 4.78 12.8 0.81 0.79 0.76
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b0

s

5.5

Au/n-Si/Ag V/dlnI~I ve 
H(I)~I
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  dV/dlnI ve 

H(I)-I dV/dlnI ve H(I)-I Denklem 

4.10 ve D I-V 

Rs

V/dlnI ve H(I)-I

4 5  

 

4. V/dlnI-I ile hesaplanan parametreler 
 

Diyot 
no. 

dV/dlnI-I 

Rs (k  ) n 
Rad. 

 
10 s 30 s Rad. 

 
10 s 30 s 

D1 2.10 2.74 1.64 6.37 8.39 7.52 

D2 2.26 2.80 1.59 7.33 7.63 8.28 

D3 2.76 2.68 1.65 7.36 6.76 6.88 

D4 2.51 2.83 2.20 8.06 7.80 4.81 

 

4

 5.2 4

V/dlnI-I I-V 

I-V metodunun 

- nin ele 

C

nedenlerinden biridir. Geleneksel I-V metodunda 

ey ey halleri etkindir 

 

2 

 

 Bu durum, 

r 
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(Pillai 

2018). 

 

5. H(I)-I ile hesaplanan parametreler 
 

Diyot 
no. 

H(I)-I 

Rs (k  ) b (eV) 
Rad. 

 
10 s 30 s Rad. 

 
10 s 30 s 

D1 2.09 2.73 1.65 0.61 0.61 0.59 

D2 2.21 2.75 1.60 0.60 0.63 0.59 

D3 2.74 2.54 1.66 0.62 0.62 0.61 

D4 2.50 2.80 2.20 0.61 0.63 0.63 

 

5  H(I)-I , engel 

  

 2 I-V metoduyla elde edilen engel 

 

geleneksel I-V 

 

metotta lnI-V  

 

5.6 Kapasite-Gerilim  

 

-(d), Au/n-Si Schottky diyotlar   MHz 

frekans  kapasite-gerilim (C-V) karakteristiklerini  

C-V . 1 

 Schottky diyot kontaklarda 

deplasyon 
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kapasite,

-

ey kel ve 

(Haller, 1995; Boiko vd., 

2006).

(a)-(d) Au/n- sonra kapasite-
gerilim karakteristikleri

Nd, 

Vd ve b0 parametreleri hesaplanarak izelge 5.6 da veril . Parametrelerin 
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. ers beslem C-2-V 

karakteristikleri - verilmektedir. 

 

 

 

 

6. (a)- -Si/Ag 
Schottky diyot  C-2-V grafikleri 

 

- C-2-V 

kapasite-gerilim 

 C-2-V 

Nd, Vd ve b parametreleri izelge 5.6 da 

listelenmektedir. 
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6. C-2-V karakteristiklerinden elde 
edilen parametreler 

 

Diyot  
No. 

Nd 15 cm-3) Vd (V) b (C-V) (eV) 

Rad. 
 

10 s 30 s 
Rad. 

 
10 s 30 s 

Rad. 
 

10 s 30 s 

D1 2.83 2.61 2.33 0.70 0.73 0.75 0.94 0.97 0.99 

D2 3.04 2.73 2.54 0.70 0.71 0.74 0.93 0.95 0.98 

D3 3.16 3.00 2.59 0.74 0.76 0.79 0.98 0.99 1.03 

D4 2.17 2.02 1.53 0.71 0.73 0.76 0.95 0.98 1.01 

 
31 . 30

31  

fotonu yayar. 31Si izotopunun temel durumu karar

- 31P (fosfor) 

-  

(Hoffmann, 1981; Haas ve Schnoller, 1976; IAEA, 2012). -tipi bir 

Nd 

 6 Nd 

-

ey el 

 bu kusurlar Nd (Haller, 1995; Boiko vd., 

2006). 

(Borrego vd., 1976; Novoselnik vd., 2010; Omar vd., 2012; Zhang vd., 2010). 

 

6 ya 

sonra Vd ve b(C-V) -

 ve Krupanidhi (2001), 

Vd ve b(C-

V) 

ey 
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engel engel 

 

ey hallerinin ortaya 

Vd ve b(C-V)  

 

2 6 dan b(C-V) 

b0 C-V 

ve I-V C-V 

gerilimi bir dc gerilim I-V ise gerilim 

 b(C-V) 

ve b0  
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6.   

 

-Si/Ag Schottky diyotlarda ve diyot parametrelerinde termal 

nma   

etkilerinin -Si/Ag Schottky diyotu 

I-V ve C-V 

I-V karakteristiklerinden, geleneksel I-V metodu ve Cheung 

fonksiyonla  n, I0, b0, Rs, s ve C-V karakteristiklerinden Nd, Vd ve 

b diyot parametreleri belirlendi. 

 ve SEM 

. 

 

5.1 e EDS analizi ve SEM  silisyum 

nin , a

 

me ihtimalinin 

ne 

oksijen elementlerinin  EDS analizleriyle EDS 

yla Au  si sonucu 

- -  

 

5.2 ve 2 de I-V 

 ve n .29, 1.24, 

1.39 ve 1. 1 n 

.77, 1.44 ve 1.  

1.  1012 e-/ cm2 

ile Au/n- -

  

 e ndan meydana gelen kristal 
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. Bodunrin ve Moloi (2025), Au/n-Si/Al Schottky 

diyotunu 15 ve 1016 n/cm2  ve 

 

3.89 olarak    

 

 

T

eyin

. 

olur (Eftekhari, 1993). Termal 

 b0) termal 

a  . 

 

 

Singh vd. (2001), Au/n-

, bu durumun kusur 

. Kumar vd. (2007), 180 

MeV 107Ag14+ -Si Schottky diyotunu 

0.01 eV  

daha sonra 

bile  

  a 

 engel 

 

 

I-V 

  Schottky sabiti ( s) ve 
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I0)  ve izelge 5.3 te veril . I0 

Termal 

nde azalmaya neden 

s    

 neden oldu. 

 

4 dan  n, Rs ve b 

arak hesapland

in di. D1 

. 

b engel   

olma . 

ebilir. D3 

mektedir. 10 kGy 60Co -

2/n-Si Schottky diyotunun Cheung 

 

 

Diyotun C-V -

 

 6 ve 

6 dan, C-2-V 

ve her iki doz sonra   C-2-V 

  (Nd) . 

 (Vd),  ile ters 

 b(C-V

di. 

b(C-V) ve b0(I-V

I-V ve C-V  Verma vd. (2014), 
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60Co -radyasyonu ile Au/n- ve C-

V

sonra azalma  Salari 

vd. (2016), Au/n-Si/Au-Sb Schottky diyotunu -

diyotun I-V ve C-V C-2-V 

  

frekansta art

azalma, e  de 

 

u ey hallerinde kusurlar  ve yer 

tire  

 

-

31

n-

SiC, GaN, CZTS ve CIGS g

 

 

 . Fakat 

CZTS ve 

ebilir. Termal 

transmutasyon
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 en uygun 

aday . 
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